
数字隔离器和光耦的认证测试项⽬ 

数字隔离器和光耦的认证测试项⽬主要需要了解⾼压隔离参数的定义 ，以及它们与实际产
品应⽤的相关性，还有 VDE0884、UL1577 等认证测试⽅法。⾼压和⾼压隔离的设计⾮常复
杂，⼯程师可以学习以下认证测试项⽬，然后选择合适的隔离器运⽤于⾃⼰的产品。 

我的系统需要多少隔离？ 

什么系统级隔离 标准适⽤于我的产品或最终设备？是否有组件级标准帮助我⽐较 隔离器，
并选择最适合我的系统级需要的标准？ 我应该⽐较哪些参数或指标 – 似乎有很多？隔离 
组件通过哪些测试过程来⽀持其数据表中 的参数？最重要的是，我如何确保构建⼀个系统，
确保整个 产品⽣命周期的可靠运⾏？这些是许多处理⾼压 和⾼压隔离的系统⼯程师⾯临
的问题。 

什么是数字隔离芯⽚&数字隔离器？ 

近年来，数字隔离芯⽚在⼯业、医疗、汽⻋等领域越来越多的被⼯程师所信赖。数字隔离芯
⽚因为体积⼩，集成度⾼，功耗低，通讯速度⾼等显著的特点，正在逐步替代传统的光耦器
件。数字隔离芯⽚是系统中涉及到⾼压安全的核⼼器件，因此出⼚的时候需要经过严格筛选。 
隔离是防⽌直流和不需要的交流电流在系统两个部分之间，同时允许信号和功率传输这两个
部分之间的⼀种⼿段。⽤于隔离的电⼦设备和半导体 IC 称为隔离器。由于各种原因，现代
电⽓系统需要隔离。⼀些示例是防⽌对⼈⼯操作员的电击防⽌损坏⾼压系统中昂贵的处理
器、ASIC 或 FPGA，打破通信⽹络中的接地环路，以及与电机驱动或电源转换器系统中的⾼
端设备的通信。需要隔离的应⽤示例包括⼯业⾃动化系统、电机驱动、医疗设备、太阳能逆
变器、电源和混合动⼒电动汽⻋ （HEV）。 

数字隔离器的功能隔离和增强隔离 

当隔离⽤于使系统正常运⾏，但不⼀定⽤作防震屏障时，它被称为功能隔离。如果隔离提供
充分的保护，防⽌电击，只要绝缘屏障完好⽆损，它被称为基本隔离。安全法规要求基本隔
离辅以⼆级隔离屏障进⾏冗余，以便即使第⼀个屏障发⽣故障，附加屏障也可提供防震保护。
这称为双重隔离。为了使系统紧凑和节省成本，最好只有⼀个级别的隔离，具有所需的电⽓
强度、可靠性和两级基本隔离的防震保护。这称为增强隔离。隔离器的⾼压隔离性能在元件
电平通过参数进⾏量化，如最⼤重复峰值电压（VIORM）、⼯作电压（VIOWM）、最⼤瞬态
隔离电压（VIOTM）、隔离承受电压（VISO）、最⼤浪涌隔离电压（VIOSM）和⽐较跟踪指数
（CTI）等。这些参数表示隔离器处理不同幅度和瞬态轮廓的⾼压应⼒的能⼒，并可直接映
射到实际操作情况。这些参数的定义和测试⽅法在组件级标准（如 IEC 60747-5-5、VDE 
0884-10 和 UL1577）中进⾏了描述。基本和强化隔离器的测试⽅法略有不同，后者则更为
严格。VDE 0884-10 特别适⽤于磁性和电容式对⼦或隔离器。当隔离器⽤于实际应⽤时，系
统和最终设备标准也根据系统线路电压以及是否需要基本隔离或增强隔离，要求这些隔离参



数的某些最⼩值。 
 IEC 61800-5-1（可调速度电⽓驱动器的安全标准）、 
 IEC 60664-1（低压系统内设备的绝缘协调）和 
 IEC 61010-1（测量、控制和实验室设备的安全标准） 

是系统和最终设备标准的示例。本⽂档详细讨论了上述⾼压隔离参数的定义及其与实际系统
场景的相关性，并介绍了如何测试和认证这些参数。这种理解对于⽐较竞争隔离解决⽅案的
性能、确定隔离器是否满⾜系统级隔离要求、确定隔离器是否可⽤于增强隔离以及判断隔离
器的⻓期可靠性⾄关重要。TI 的 ISO7842 是⼀款强⼤的电磁兼容性 （EMC）、⾼速、⾼共
模瞬态抗扰 （CMTI）、四通道增强数字隔离器。它使⽤基于电容的隔离与⼆氧化硅 （SiO2） 
作为介电。 
该器件采⽤先进的加⼯技术 、精确的封装技术和创新的 电路设计，提供业界领先的⾼压和
电⽓ 性能。 
本⽂档讨论 ISO7842 上的⾼压测试的测试程序和结果。 测试结果表明，该器件具有 卓越
的⾼压性能和可靠性， 使系统⼯程师能够⾃信地解决 最棘⼿的隔离问题。 

数字隔离器和光耦的认证测试项⽬： 

 最⼤瞬态隔离电压 （VIOTM） 和隔离承受电压（VISO） 
 局部放电测试 (Qpd) 
 最⼤重复峰值电压 （VIORM） 和⼯作电压（VIOWM） 
 最⼤浪涌隔离电压 （VIOSM） 
 相⽐漏电起痕指数 （或称相对漏电起痕指数） Comparative Tracking Index ( CTI ) 

最大瞬态隔离电压和隔离承受电压 

最⼤瞬态隔离电压 （VIOTM） 和隔离承受电压（VISO）都旨在量化隔离器在⾮常短的时间
内通过隔离屏障处理⾼电压的能⼒。在正常操作期间，隔离屏障上的应⼒电压受最⼤系统线
路电压限制。但是，系统中的⽆意⼲扰（例如，电弧或负载变化导致的电源上的噪声）可能
会短暂地导致隔离器上的电压是线路电压的⼏倍。隔离器应该能够处理这些瞬态过压，⽽不
会损坏。 
VIOTM 由 IEC 60747-5-5 和 VDE 0884-10 定义为隔离器在不分解的情况下可以处理的峰
值瞬态电压。在认证过程中，通过强调 VIOTM 的隔离器 60 秒，然后以 1.6 倍 VIORM 进
⾏ 10 秒的部分放电测试（参⻅下⼀节，了解 VIORM 的定义）。这称为⽅法 A 测试。 
VIOTM 在⽣产制造过程中通过强调 VIOTM 的每个设备⼀秒钟，然后以 1.875 倍 VIORM 
进⾏部分放电测试，测试⼀秒钟。这称为⽅法 B1 测试。部分放电是绝缘材料内部的局部放
电，表明绝缘完整性。有关⽅法 A 和⽅法 B1 测试配置⽂件的更多详细信息，请参阅本⽂
最后的附录。 
VIOTM 的值还可⽤于确定符合系统级标准（如 IEC 60664-1），该标准要求绝缘屏障能够容
忍⼀定级别的临时过压，具体取决于系统电压，可耐受 5 秒钟。例如，VIOTM ⼤于 6222 
Vpk （4400 Vrms） 的隔离器符合 IEC 60664-1 的线路电压⾼达 1000 Vrms 的临时 Vpk 过
压标准。VISO 根据 UL 1577 定义为隔离器可以处理的 60 秒电压 rms 值。在认证期间，
通过应⽤ VISO 的正弦应⼒ 60 秒进⾏测试。在⽣产中，VISO 通过强调每个设备 1.2 倍 VISO 
⼀秒钟来进⾏测试。对于正弦应⼒，VIOTM 和 VISO 是等效的。 



测试实例： 

TI 测试其数字隔离器，以符合 UL、IEC 和 VDE 要求。为了对 VIOTM、VISO、Qpd-局部
放电进⾏测试，使⽤ HT9464 ⾼压隔离测试系统 ， 或  HT9464M 隔离电压和局部放电测
试系统，本设备能够根据⽅法 A 和⽅法 B1 应⽤所需的瞬态过压剖⾯，并测量部分放电。
此测试通过连接第⼀侧和侧⼆的所有引脚，然后将电压施加到隔离屏障上（图 1 ）来执⾏。 

 

图 1：HT9464 ⽤于测试 VIOTM 和 VISO :最⼤瞬态隔离电压 （VIOTM） 和隔离承受电压
（VISO） 
VIOTM 由 IEC 60747-5-5 和 VDE 0884-10 定义 
VISO 根据 UL 1577 定义 

 
HT9464 具有⾃动处理程序界⾯的⽣产测试 

TI 的 ISO7842 符合每 UL 5700 Vrms 的 VISO，每 VDE0884-10 和 IEC 60747-5-5 的 VIOTM 
为 8000 Vpk。 Vpk 这是基于⽅法 A 测试超过五个晶圆场，以及总共 2000 多个设备。此



外，每个 ISO7842 器件都将根据⽅法 B1 进⾏⽣产测试，应⼒电压⼤于 6840 Vrms，以满
⾜ UL 要求。这些级别的 VISO 和 VIOTM 是业内任何隔离器在标准 16 针 SOIC 封装中
提供的最⾼级别。 
必须注意的是，ISO7842 很容易满⾜ 4400 Vrms 要求，即根据 IEC 60664-1，对于⾼达 1000 
Vrms 的线路电压，加强隔离所需的临时过压。. 

最大重复峰值电压和工作电压 

最⼤重复峰值电压 （VIORM） 和⼯作电压（VIOWM）都旨在量化隔离器在其整个⽣命周
期内连续、⽇常地处理过其屏障的⾼压的能⼒。 
例如，⽤于为电机驱动系统中的⾼侧 IGBT 提供栅极控制的隔离器在其隔离屏障上会看到周
期性梯形电位差，因为隔离器的辅助侧被引⽤，在⾼压直流导轨之间上下移动。每当电机运
⾏时，都会存在此梯形应⼒。VIORM 和 VIOWM 在 IEC 60747-5-5 和 VDE 0884-10 中定
义。VIORM 定义为隔离器可以承受的最⼤重复峰值电压，⽽ VIOWM 被定义为隔离器在指
定的⻓期内可以承受的最⼤ rms 或等效直流电压。对于正弦应⼒电压，VIORM 和 VIOWM 
等效。这两个值由隔离器制造商根据制造商的测试指定。 
VDE 0884-10 Ed 1.0 和 IEC 60747-5 通过部分放电测试检查 VIOWM 和 VIORM，该测试
检查绝缘层内的局部放电，表明绝缘层退化。部分放电测试与 VIOTM 测试⼀起执⾏，在认
证期间使⽤⽅法 A 测试，在⽣产测试期间使⽤⽅法 B1。即将发布的 VDE 0884-10 Ed 2.0 
还包括 VIORM 和 VIOWM 的附加要求。为了符合这⼀新的即将推出的标准，增强型隔离
器的制造商必须向认证机构提供加速压⼒测试数据，以证明隔离器在 37.5 年以上内能够处
理 1.2 倍 VIOWM/VIORM。在加速应⼒测试期间，隔离器受到不同程度的⾼电压，远⾼于其
预期的⼯作电压，并记录相应的故障时间。然后，对电压与时间曲线进⾏外推，以在预期⼯
作电压下进⾏寿命预测。对于使⽤⼆氧化硅 （SiO2） 作为绝缘材料的隔离器，故障时间与
应⼒电压之间的关系呈指数关系。因此，预期故障时间⽇志在施加电压应⼒时线性减少。因
此，VDE 0884-10 Ed 2.0 要求基于 SiO2 的隔离器使⽤与曲线拟合加速测试数据相同的关
系。 
图 2 显示了⽤于执⾏加速应⼒⽣存期测试的测试设置。隔离器⼀侧的所有端⼦都短路在⼀
起，隔离器第⼆侧的所有端⼦都短路在⼀起。所需的⾼电压，60 Hz 正弦波，在⼀侧和⼆⾯
之间应⽤，使⽤⾼压源（如 AR 7715 ⾼压绝缘测试仪）对隔离屏障进⾏应⼒。连续施加应
⼒电压，直到⼀侧⾄两侧的阻抗降⾄ 4 MΩ 以下。在每个电压点，⾄少对 32 个器件的批
次进⾏压⼒。设备故障时间与 Weibull 分布很合适，统计分析⽤于查找与 <1 ppm 故障率
对应的故障时间。然后，在电压与故障时间图中绘制此时间。该过程在不同的电压点重复，
以⽣成整个电压与故障时间曲线。当该曲线被推断为⼤于 37.5 年，并且进⼀步去估系数 
1.2 时，给出了 VIOWM/VIORM 的值。有关加速应⼒测试和相关外推的更全⾯了解，请参
阅 VDE 0884-10 Ed 2.0 标准。在⾼温 （150°C） 和室温 （25°C） 下进⾏加速应⼒测试。
VDE 0884-10 Ed 2.0 要求，来⾃加速应⼒测试的 VIORM 和 VIOWM 值使⼈们对连续施加
⾼压的隔离器的⻓期可靠性更有信⼼。 IEC 60747-5-5 和 VDE 0884-10 Ed 1.0 规定的部分
放电测试也不能如此，因为⻓期承受能⼒与部分放电之间没有既定的关系。 



 

图 2： AR7715 加速应⼒寿命测试的设置。 

AR 7715 测试连接示意图 
图 3 显示了 ISO7842 的预期寿命预测，该投影基于对五个不同晶圆场和总共 2000 多个
器件使⽤的隔离屏障的加速应⼒测试。阴影区域指示此设备的安全操作区域 （SOA）。 请
注意，实际测试数据故意不显示在图中。SOA 包括标准要求的 1.2 去评级因⼦，并且基于
⽐标准要求的更保守的统计外推。SOA 可⽤于估计任何给定⼯作电压的预期寿命。 
<<1 ppm 线路表示，预计 100 万台设备中只有不到⼀台位于 SOA 之外。如图 3 的 SOA
曲线所示，Ti 的 ISO7842 可以承受 2121 Vpk 的 VIORM 和 1500 Vrms 的 VIOWM 超过 40 
年。这些级别的 VIORM 和 VIOWM 是业内任何隔离器在标准 16 针 SOIC 封装中提供的



最⾼级别。 

图 3：ISO7842 的最⼤重复峰值电压 （VIORM） 和⼯作电压（VIOWM）。 

最大浪涌隔离电压 

最⼤浪涌隔离电压 （VIOSM）可量化隔离器承受特定瞬态轮廓的⾮常⾼电压脉冲的能⼒。
浪涌测试配置⽂件如图 4 所示。由于直接或间接的雷击、故障和短路事件，在装置中可能
导致浪涌电压。根据 IEC 60747-5-5 和 VDE 0884-10，声称具有特定 VIOSM 的隔离器必
须通过峰值电压 1.3 倍 VIOSM 的浪涌测试，⽤于基本隔离，⽽⽤于增强隔离的 VIOSM 为 
1.6 倍。只有在组件级别通过⾼于 10 kV 的浪涌测试时，才能在组件级别称为隔离器。浪涌
测试的通过级别还⽤于确定符合系统级标准（如 IEC 61800-5-1）的标准，这些标准需要给
定系统电压的⼀定浪涌能⼒。 
例如，对于直接连接到电源电源的设备（称为 III 类），在 600 Vrms 线路电压下⼯作，IEC 
61800-5-1 要求最⼩浪涌能⼒为 8000 V，⽤于增强隔离。 
请注意，在⼤于 10 kV 的⽔平上通过浪涌测试已被⼴泛⽤作增强隔离的⻩⾦标准，尽管系
统级别标准允许较低线路电压的系统降低浪涌能⼒值。 



 

图 4：浪涌脉冲轮廓。 
图 5 显示了⽤于测试 ISO7842 上的浪涌性能的设置。隔离器通过将所有左侧引脚短路到⼀
组，将所有右侧引脚短路到另⼀组，配置为双端设备。使⽤ MIG1203 或 MIG2403 
（EMCPARTNER 的 MIG1203 和 MIG2403 已停产，替代型号 INS-1250 序列产品，详情联系
EUTTEST 获取更多信息）浪涌发⽣器在隔离屏障上施加浪涌电压，具体取决于所需的测试电
压。 

 
图 5： MIG2403 浪涌隔离电压测试设置。 

测试通过对额定应⼒电压的正极和负极性各应⽤ 50 个脉冲来执⾏。浪涌测试后，对器件进
⾏每种⽅法 B1 的部分放电试验、绝缘阻抗试验和全功能⽣产测试。如果设备在施加浪涌电
压后成功通过所有这些测试，则视为通过浪涌测试。为了避免在空⽓中电弧，此测试在介电



油中执⾏。ISO7842 基于对超过 5 个晶圆位和总共 2000 多个器件的测试，以⼤于 12800 
V 的电压通过浪涌电压测试。由于这超过 10 kV，它符合增强隔离器的限制。根据增强隔离
所需的缩放系数 1.6，VIOSM 的额定值为 8000 V。 通过 12800 V 浪涌测试还意味着该器
件符合直接连接到主电源的设备、⾼达 1000 Vrms 的线路电压的增强隔离的浪涌标准，根据 
IEC 61800-5-1。 

相比漏电起痕指数 

相⽐漏电起痕指数 （或称相对漏电起痕指数） Comparative Tracking Index ( CTI )：材料表
⾯能经受住 50 滴电解液（0.1%氯化铵⽔溶液）⽽没有形成漏电痕迹的最⾼电压值，单位为
V。在 IEC 60112 该标准中明确的提出了测试⽅法。其测试⽅法是:在裸基材的电路板上，再
相距 4mm 的两点处，以 60°的⽅向在 100g 的⼒量下刺⼊板材。两电极其尖端与⽔平⾯的
⻆度为 30°，⾯板在刺定之后在我们选取的两点之间不断滴下 0.1%的氯化钠溶液，每 30s ⼀
滴，并通⼊ 100V600V 的交变电压。可以先试⽤ 300V 的电压并控制电流为 1A，因为此时拌
⾯上有氯化钠溶液，有电阻故会发热，热量会使得溶液挥发掉，然后继续滴⼊氯化钠溶液直
到 50 滴的时候，此时观察板材本⾝是否漏电。⼀旦其绝缘板材出现了 0.1A 以上的漏电流且
持续时间超过 0.5s 以上者，即记录为故障，此时⼀般蜂鸣器会叫，测试仪器也会⾃动记录
此时已经滴下的氯化钠溶液的滴数。如果没有，则继续提⾼电压，直⾄产⽣ failure 为⽌，并
记录，⽽此最终让其 failure 的电压为其 CTI 数据。 
当隔离器作为最终设备的⼀部分放置在主板上时，除了其内部隔离参数外，其封装中使⽤的
模具化合物也很重要。这是因为当在隔离器上施加⾼电压时，在封装表⾯或靠近包装表⾯的
放电可能导致模具化合物的局部变质，导致从隔离器的⼀侧到另⼀侧的部分传导路径。这种
现象称为跟踪。材料承受跟踪的能⼒由⽐较跟踪指数 （CTI） 量化。 
IEC 60664-1 根据材料的 CTI 值将材料分为四个材料组： 

材料组 I： 600 V < CTI 

材料组 II： 400 V < CTI < 600 V 

材料组 IIIA： 175 V < CTI < 400 V 

材料组 IIIb： 100 V < CTI < 175 V 

CTI 在确定隔离器表⾯的最⼩蠕变或从隔离器⼀侧的引脚到另⼀侧的引脚的最短距离⽅⾯
起着重要作⽤。根据系统环境中存在的污染程度，给定⼯作电压需要最⼩蠕变。使⽤具有更
⾼ CTI 的模具化合物可使⽤更⼩的封装，并节省电路板空间。例如，根据 IEC 60664-1，使
⽤ CTI-I 模具化合物的 8 mm 蠕变的封装可以承受⾼达 1600 Vrms of 的⼯作电压，⽽使
⽤ CTI-IIIa 模具化合物的同⼀封装只能承受 800 Vrms。 
ISO7842 采⽤ CTI-I 模具化合物。这意味着它实际上可以启⽤ actually enable 系统电平的 
1500 Vrms ⼯作电压，并配以标准 8 mm 蠕变 SOIC-16 封装。相⽐之下，在同⼀封装中使
⽤ CTI-IIIa 模具化合物的竞争隔离器只能在系统级别实现 800 Vrms 的⼯作电压，即使它们
可能在组件级别声称 VIORM/VIOWM 的较⾼值。 

绝缘穿通距离 

绝缘穿通距离 distance through insulation：⼯具中⽤附加绝缘或加强绝缘离的两⾦属零件之
间的最⼩直线距离。 
绝缘穿通距离 （DTI）的距离是隔离封装内部隔离器中的两个电压域之间的最⼩距离。许多



最终设备标准（如 IEC 60601-1（医疗电⽓设备标准）规定了通过绝缘实现的最低所需距离。 
但是，这些标准有允许更薄的绝缘层的规定，只要它们通过某些测试。这些测试是 VDE 
0884-10 所需的类型测试的⼦集。从历史上看，较⾼的 DTI 是基于所⽤绝缘材料的直接隔
离性能指示。然⽽，由于新⼀代磁性和电容式隔离器使⽤更⾼质量的绝缘材料，因此⼩得多
的 DTI 可以获得⾮常⾼的隔离性能。 
ISO7842 的最⼩内部 DTI 为 21 μm，,典型 DTI 为 25 μm。然⽽，在 800 V/μm 时，所⽤
介电材料 SiO2 的分解强度⾮常⾼。使⽤的介电质量是该器件具有卓越⾼压性能的原因。该
器件符合 VDE 0DE 0884-10 的增强隔离类型测试标准，证明使⽤ 800 V/μm 分解强度的材
料的 DTI 为 25 μm 不是 μm 问题。 
表 1.ISO7842 性能摘要 

序号 属性 标准 值 

1 Viso UL1577 5700Vrms 

2 Viotm VDE 0884-10 
Ed1.0=2.0 

8000Vpk 

3 Viorm VDE 0884-10 
Ed1.0=2.0 

2121 Vpk （>40 年） 

4 Viowm VDE 0884-10 
Ed1.0=2.0 

1500 Vrms （>40 年） 

5 Viosm VDE 0884-10 
Ed1.0=2.0 

8000 V (浪涌测试通过电平 
>12.8 kV） 

6 CTI IEC 60664-1 CTI >600 材料组：I 

7 Dti NA 21 微⽶（分钟） / 25 微⽶（类型） 
注：SiO2 的细分字段为 800 V/μmμm 

最⼤瞬态隔离电压 （VIOTM） 和隔离承受电压（VISO） 
最⼤重复峰值电压 （VIORM） 和⼯作电压（VIOWM） 
最⼤浪涌隔离电压 （VIOSM） 
相⽐漏电起痕指数 （或称相对漏电起痕指数） Comparative Tracking Index ( CTI ) 
笔记： 
1. ISO7842 还符合表 1 中提及的 VISO、VIOTM、VIORM 和 VIOWM 值（IEC 60747-5-5）。
但是，ISO7842 将不通过 IEC 60747-5-5 认证，因为该标准特定于光耦合器，⽽不是电容
耦合器。 
2. VDE 0884 Ed 2.0（即将发布）是 VDE 0884 Ed 1.0 的修订版。 与 IEC 60747-5-5 和 VDE 
0884 Ed 1.0 表示 VIOWM 和 VIORM，它有更严格的约束和额外要求。 

结论 

隔离器的⾼压隔离性能⽤不同的参数进⾏量化，这些参数表示隔离器处理不同幅度和瞬态轮
廓的⾼压应⼒的能⼒。各种组件级标准定义了这些参数和测试它们的⽅法。本⽩⽪书详细讨
论了这些参数的定义、它们与实际系统场景的相关性，并介绍了如何测试和认证这些参数。 
介绍了 TI ISO7842 增强数字隔离器的测试结果，该测试按照标准程序执⾏。该器件满⾜组
件和系统级别的增强隔离的瞬态过压和浪涌要求，并在连续的⾼⼯作电压下实现多年可靠运
⾏。测试结果表明，该器件标志着 TI 电容式⾼压隔离功能的重⼤⻜跃，同时可提供业界领
先的⾼压性能。 



引用 

 1. IEC 60747-5-5 Ed 1.1，半导体器件 •离散器件 •第 5-5 部分：光电器件 • 光耦
合器，2013 年 5 ⽉ 

 2. DIN V VDE V 0884-10 Ed 1.0，半导体器件– 磁性和电容式连接器，⽤于安全隔离，
2006 年 12 ⽉ 

 3. UL 1577 Ed 4.0，光学隔离器安全标准，2000 年 5 ⽉ 
 4. IEC 61800-5-1 Ed 2.0，可调速度电⼒驱动系统，安全要求，电⽓、热能和能源，

2007 年 7 ⽉ 
 5. IEC 60644-1 Ed 2.0，低压系统内设备的绝缘协调，原则、要求和测试，2007 年 4

⽉ 
 6. IEC 61010-1 Ed 3.0，测量、控制和实验室使⽤电⽓设备的安全要求，⼀般要求，

2010 年 6 ⽉ 
 7. ISO7842 产品⽂件夹 
 8. ISO7841 产品⽂件夹 
 9. ISO7821 产品⽂件夹 
 10. 强化隔离满⾜⽆与伦⽐的性能 
 11. 萨兰⽢·⽡拉万，了解数字隔离器中的电磁合规性测试， 
 德州仪器⽩⽪书，2014 年 11 ⽉ 

  



附录 

  

图 6：简化⽅法 A 测试配置⽂件。 
最⼤瞬态隔离电压 （VIOTM） 
最⼤重复峰值电压 （VIORM） 

  
图 7： 简化⽅法 B1 测试配置⽂件。 
最⼤瞬态隔离电压 （VIOTM） 



最⼤重复峰值电压 （VIORM） 
重要提示：本所描述的德州仪器 （TI） 及其⼦公司的产品和服务均受 TI 标准销售 条款和
条件的约束。建议客户在下订单前获取有关 TI 产品和服务的最最新、最完整的信息。TI 对 
应⽤程序协助、客户的应⽤程序或产品设计、软件性能或专利侵权不承担任何责任。发布有
关 任何其他公司产品或服务的信息并不构成 TI 的批准、 担保或 认可。 SLY063A 
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